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Test d’Electronique Fondamentale 2
(Durée : 30 min)

uit donné dans la figure ci-dessous. On donne : E=0.5V. [;=2mA (courant

it la diode), Ut=26mV (tension thermodynamique), R=150 Q.
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EXERCICE N°1: (10 pts)

Un relevé expérimental sur une diode au silicium a donné le tableau suivant :

lvbm‘ 058 | 06 ‘ 07 | 075
\I.J(A)\ 0.6 | l 3 4

e : T=300K (Température en Kelvin), Kg=1.38. 102J/K (Constante de Boltzmann).

cer la caractéristique de cette diode.

-Quelle est la valeur de la résistance dynamique rq pour 0.6<1(4)<3?
sterminer la tension de seuil V.

uire le courant direct Iy

ue cette diode soit insérée dans le circuit ci-dessous on donne : Re=22 Q,

2 tension V(1) est sinusoidale de valeur 20v (créte a créte) et de période 2ms.

R

Ve

schéma équivalant électrique de cette diode dans ce montage,

s(t) et la representer en corrélation avec Ve(l),

Vrnax

—_—

r que la valeur efficace de la tension Vs est : Vegg = —

urs efficace et moyenne du courant qui parcourt Re.
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